Tranzistorul bipolar (TB)

Tranzistorul bipolar — este un dispozitiv electronic realizat din material semiconductor,
format din trei regiuni (EMITOR, BAZA, COLECTOR) separate prin doua jonctiuni pn.

In functie de tipul regiunilor, tranzistoarele bipolare se impart in doua categorii: NPN si
PNP

Reprezentati conexiunea a doua diode semiconductoare cu ANOD comun, si apoi
desenati un punctintre ele.
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Tranzistorul de tip NPN, este format din doua regiuni N separate de o regiune P.
Tranzistorul de tip PNP este format din doua regiuni P separate de o regiune N.

Regiunea bazei este mai subtire si mai slab dopata in comparatie cu regiunea
emitorului (puternic dopata) si cu regiunea colectorului ( dopata moderat).

intre doud regiuni invecinate se formeaza o jonctiune. intre baza si emitor este
jonctiunea baza-emitor, iar intre baza si colector este jonctiunea baza-colector.

Fiecare regiune are atasata cate un terminal care se noteaza cu E(emitor), B(baza),
C(colector).

In structura tranzistorului bipolar, purtatorii de sarcina electrica sunt atat golurile cat si
electronii.

Deoarece conductia este realizata de doua tipuri de purtatori, tranzistorul se numeste
bipolar. (Vezi Anexa. 2)

Tranzistoarele, in functie de destinatia lor se realizeaza intr-o gama larga de capsule.
Tranzistoarele pot avea capsule din metal sau material plastic, care au dimensiuni mai mici
sau mai mari in functie de destinatia care o au.
in functie de destinatia lor, tranzistoarele se impart in 3 mari categorii:

a) tranzistoare de semnal mic — se utilizeaza la frecvente joase (sub 100 kHz) si

curenti mici (sub 1 A); Anexa. 3.

b) tranzistoare de putere — se utilizeaza la curenti mari (peste 1 A); Anexa 4.

c) tranzistoare de radiofrecventa. Anexa. 5
Identificarea teminalelor tranzistorului in functie de tipul de capsule.

1) tranzistoare de uz general in capsula metalica — |la majoritatea tranzistoarelor din
aceasta categorie Emitorul este terminalul de langa cheita, Colectorul este in partea
opusa iar Baza este la mijloc. Terminalele sunt dispuse sub forma unui triunghi
echilateral. (Vezi anexa. 6).

2) tranzistoare de putere — la tranzistoarele din aceasta categorie Colectorul este
conectat la partea metalica a tranzistorului. La majoritatea tranzistoarelor din
aceasta categorie, terminalele sunt dispuse linear, iar Colectorul este la mijloc. La
tranzistoarele care au numai 2 terminale (vezi 2N3055). Colectorul este corpul
metalic al tranzistorului. (Vezi Anexa. 7)

Principiul de functionare a tranzistorului Bipolar.



Un tranzistor bipolar functioneaza corect, daca jonctiunea baza-emitor este polarizata
direct cu o tensiune mai mare decat tensiunea de prag, iar jonctiunea baza-colector este
polarizata invers cu o tensiune mult mai mare decat tensiunea baza-emitor.

Emitorul este sursa de purtatori care determina curentul prin tranzistor, iar colectorul
colecteaza purtatorii ajunsi aici. Baza controleaza curentul prin tranzistor in functie de
valoarea tensiunii de polarizare a jonctiunii baza-emitor.

Jonctiunea emitor-baza (polarizata direct) injecteaza un curent de emitor IE care este
colectat in cea mai mare parte de jonctiunea colector-baza (polarizata invers), acest
proces definind efectul de tranzistor.

Tranzistorul bipolar transfera curentul din circuitul de intrare de rezistenta mica, in
circuitul de iesire de rezistenta mare, de unde denumirea TRANsfer reZISTOR -
TRANZISTOR.

Functionarea tranzistorului NPN.

Regiunea de tip n a emitorului este puternic dopata cu electroni liberi. Regiunea de tip p
a bazei este foarte subtire si slab dopata cu goluri. Prin polarizarea directa a jonctiunii BE
electronii din regiunea emitorului difuzeaza cu usurinta prin jonctiunea BE catre regiunea
bazei. Aici un procent foarte mic de electroni se combina cu golurile din baza si formeaza
curentul de baza.

Prin polarizarea inversa a jonctiunii BC majoritatea electronilor difuzeaza prin jonctiunea
BC si sunt atrasi catre regiunea colectorului de catre tensiunea de alimentare a
colectorului, formandu-se, astfel, curentul de colector. (Vezi anexa. 8).

Functionarea tranzistorului NPN.

Regiunea de tip p a emitorului este puternic dopata cu goluri. Regiunea de tip n a bazei
este foarte subtire si slab dopata cu electroni. Prin polarizarea directa a jonctiunii BE
golurile din regiunea emitorului difuzeaza cu usurinta prin jonctiunea BE catre regiunea
bazei. Aici un procent foarte mic de goluri se combina cu electronii din baza si formeaza
curentul de baza. Prin polarizarea inversa a jonctiunii BC, majoritatea golurilor difuzeaza
prin jonctiunea BC si sunt atrasi catre regiunea colectorului de catre tensiunea de
alimentare a colectorului, formandu-se astfel curentul de colector.

Depistarea defectelor interne ale tranzistorului bipolar.

Cea mai rapida metoda de a afla daca jonctiunile unui tranzistor sunt intrerupte sau
strapunse este masurarea rezistentelor jonctiunilor cu un multimetru digital.

Pentru aceasta vom considera structura tranzistorului bipolar ca un ansamblu de doua
diode conectate.
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Pentru determinatea terminalelor tranzistului, e necesar sa fie parcurse urmatoarele etape:

1. Selectam multimetru la diapazonul de masura dioda. Anexa. 11

2. Aplicam contactul pozitiv pe trima borna din dreapta (daca ne va arata o valoare
indicata ca Tn anexa 12, atunci am gasit Baza tranzistorului).

3. Aplicam borna negativa pentru al treilea terminal si daca ne indica o valoare a
caderii de tensiune, spunem ca tranzistorul dat se deschide cu o sarcina pozitiva si-
consideram ca este de tipul NPN. (anexa. 13)

Analizand imaginile din anexa 12-13, putem determina care este colectorul si emitorul, cel
care indica valori de cadere a tensiunii mai mici este Colectorul, iar cel cu valori de cadere
a tensiunilor mai mari este emitorul.
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Anexa. 6

Anexa. 7



Anexa. 8
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Anexa. 9
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Anexa. 12

Is — curentul continuu de bazs

I, — curentul continuu de cokachor
Ig — cunahl continuu de smitor

Vs —IENSUNES colecior-baz

Vs — bENELUNEA baz3-emitor

Vg —bansiunea colecior-emitor
Vs — SUMEd Oe tensiune cantimud
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